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【はじめに】近年、広禁制帯幅、高絶縁破壊電界、高飽和電子速度、高熱伝導度などの優れた物性を

利用する目的で、ワイドギャップ半導体が注目されている。GaN は、その中で注目されている候補の一

つだが、イオン注入により P 型(Mg)を作製するプロセス技術の開発が遅れている。豊田中研グループは、

N面に Mg と Hを共注入して P型作製に成功しているが N面は、再成長に難が有る。 

我々は、化合物半導体には、イオン注入などのダメージに対し、ある閾値が存在し、特にGaNにMgを

イオン注入する場合、熱アニーリングによるダメージ回復は不可能ではないかと考えている。これまで、

注入角度を低角度にしたり、イオン注入時に温度を上げたりする等の対策が試みられてきたが、劇的な

効果を上げていない。そこで、我々は、さらに、注入衝撃を低減しようと、GaN層にMgを積層し、イオン注

入によるダメージを Mg 層にとどめ、そこからリコイルされた Mg 原子を GaN 層に注入するというリコイル

インプランテーションを試みる事にした。 

前回までに、Mg層として高濃度Mg(1020cm-3)含有 p-GaN層で予備的実験を行い、undoped-GaNバル

クに Mgの注入を確認した。今回は、Mg層を単体の Mgで用意して同様の実験を試みた。 

【実験方法】基板は、自立GaN C面を用いた。その上にSiドープ(2x1016cm-3)GaN層を 10ミクロン積層

し、最上層に Mg を真空蒸着により 250nm, 400nm 積層した。120keV の窒素イオンをサンプル垂直に室

温で、ドーズ量 2x1016cm-2 照射した。照射後、Mg層を除去し、窒素中、950℃で 1時間アニールした後、

残る GaN層の結晶性評価を RBS によるチャネリング測定、深さ方向の Mg 濃度プロファイルを SIMS 測

定により行った。 

【結果】図 1 に Mg 層を除去した後の n-GaN の SIMS 測定結果を示した。インプラしていないサンプル

は、表面に除去しきれなかったMgが検出されたが、リコイルインプラしたサンプル表面からは、その値を

有意に上まわった。RBSチャネリング測定より、照射ダメージが低減されている事が分かった。 
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図 1 リコイルインプラの概念図と Mg 層を除去した後の
n-GaNの SIMS測定結果 

図 2  RBSチャネリング測定。 
   (Mg:400nm, 950℃,1hour) 
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